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В настоящий момент направление нейросетевых вычислений переживает эпоху ренессанса: бурное развитие интернета и наличие больших вычислительных мощностей позволили добиться высоких результатов в таких областях, как распознавание визуальных образов, речи и текста, автономное управление автомобилями, беспилотными летательными средствами и т.д. Однако с ростом производительности также  растет и необходимость в дополнительных киловатт мощности для поддержания работы данных систем. В настоящий момент для решения этой задачи по всему миру ведутся разработки специализированных нейропроцессоров. Архитектура этих нейропроцессоров позволяет строить нейросети на аппаратном уровне, что в на порядки величины сокращает энергопотребление при сохранении производительности [3].

Ключевым компонентом таких процессоров является нейросинаптическое ядро - устройство, объединяющее в себе от нескольких сотен до тысяч слоев нейронов и систему связей между ними в виде структуры типа кросс-бар. Реализация последнего во многом определит конечные параметры будущего процессора. В отличие от предыдущих работ [3] , данное исследование посвящено разработке кросс-бара типа 1T1M [4] , роль синапсов нейросети в котором исполняет нанокомпозит (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x [1]  , обладающий мемристивным эффектом [2] и определенными преимуществами перед другими материалами для реализации нейроморфных систем [1] . Основными критериями, влияющими на размер кросс-бара, являются величины токов утечки и сопротивления подводящих к мемристору проводников, в том числе сопротивление транзистора в открытом состоянии.

Проведенное исследование показало, что при использовании  (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x  основным ограничивающим критерием размера кросс-бара является величина токов утечки, т.к. сопротивление транзистора и проводников во много раз меньше сопротивления мемристора в низкоомном состоянии. Благодаря этому был выбран транзистор с наименьшим размером, который позволяет изготовить имеющаяся технология производства: затвор с длиной 0.8 мкм и шириной 0.35 мкм. Получив зависимость величины токов утечки от площади мемристивной структуры для различных размеров кросс-бара, можно прийти к выводу, что с использованием (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100-x можно изготовить кросс-бар 256х256 с токами утечки, не превышающими 10% от рабочего тока мемристора в высокоомном состоянии, при удельной  площади нанокомпозита на один транзистор составит 1мкм2. При увеличении линейного размера кросс-бара  с соответствующими параметрами в два раза (то есть 512х512) токи утечки будут составлять уже 90 % от тока мемристора в высокоомном состоянии, что является уже недопустимым условием с эксплуатационной точки зрения. 
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